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@) Sjlikonhaltiges Vinylcopolynner und Resist-Zusarnrnensetzungen 

@ Siliciumhaltfges Copolymisr, umfassend Polymerein- " . ' 

heiten von Maleinsaureanhydrid, Norborneh. mit ein'er . ' 

sauretabilen Gruppesowie eines Phenyls mit einersllici- • 
umhaltigen Gruppe. pas siliciumhaltige Vinylcopolymer 

ist besonders geeigneVzur Verwaltung als oberste. Resist- . . ■ 

schicht in eihem zweilagigjan Resistsystem. 
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... Beschreibung . ' . . 

[0001] Die Erfindung betrifift ein siliciumhaltiges Vinylcopplymer und insbesondere eihcResistzusammensetzung, die 
ein siliciumhaltiges Vmylcopolymer enthalt Das siliciumhaltige A^ylcopolymer eignet sich zur Verwendung.als oberste 

•5 Resistschicht in einem zweilagigen Resistsystem. ' . 

[0002] Durch die zunehmende Integration der Halbleiter- Vorrichtungen besteht auch ein inimer groBerer Bedaif an der- 
Ausbildung kleinerer Strukturen. in den photolithbgraphischen Verfahren: So sind photolithographische Verfahren mit 
soWohl 248 nm als auch 193 nm zur Herstellung von mikroelektronischen Vorrichtungen erforderlich. Es gibt grpBe An- " 
strengungen dahingegen, ein geeignetes Photoresistrhaterial fur die Verwendung mit so kurzen Wellenlangen zu entwik- 

10 keln. 

. [0003] Verwendet- man einen einf achen Resist bei der Photolithographie mit kurzer Wellenlange, so nimmt die Fpku- 
stiefe (DOF) ab, selbst wenn man eine nicht reflektierende Resistschicht aufbringt und dadurch wird auch das Stabilitats- 
regelvermogen des Verfahrens schlechter. Es werden daher zweilagige Resists entwickelt zur Verbesserung der Auflo- 
sung und des StabilitatskontroUvermogens des Verfahrens / Der zweilagige Resist umfasst eine dickere Unterschicht aus' 

15 einein Harz, der sich auf dem Substrat ausbreiten karin und die Reflexion vermindert. Die diinnere siliciumhaltige oberste 
Schicht besteht aus einem siliciimihaltigem Polymer, welches photoempfindlich isf und eine gute.Besfandigkeit hat.ge- 
geniiber einem Sauefstoffplasm^atzen. . * . 

[0004] Kim et al. ofifehbaren in Polymer40, 1617-1621 (1999) ein siliciumhaltiges Polymer auf Methacrylatbasis zur 
Verwenduiig als oberste Schicht eines zweilagigen Resistsystems, wobei 2-Trimethylsilyl-2-prGpyl als eine saurelabile 

20 S.chutzgruppe in die Methacrylateinheit eingefiihrt wird. Beim Belichten und dem Backen nach der Belichtung (PEB - 
Post Exposure Bake) wird die siliciumhaltige labile Gruppe entfernt, so dass unterschiedliche Lpslichkeiten zwischen 

• den belichteteri und den unbelichteten Bereichen erhalteri werden. Der Resist kann somit mit Hilfe eines herkommlichen 
Entwicklers entwickelt werden. Da das Harz der Unterschicht und der Resist der obersten Schicht unterschiedliche Sili- 
ciumgehalte besitzen, kann man zudem die Struktur der obersten Schicht durch lirockenatzen mit Hilfe eines sauerstoff- 

25 reaktiven lonenatzens (REE - Oxygen Reactive Ion Ething) auf die untere Schicht iibertragen. 

[p005] Kim et al-. offenbaren in SPIE, 3999, 1079-1087 (2000) zudem ein siliciumhaltiges Polymer auf Norbomenba- 
sis, welches ist Poly(5-((2^TrimethyIsilylr2-propyl)oxycarbonyl)-norbonien-co-maleirisaureanhy Bei diesem Poly- 
mer auf Norborpenbasis wird eine 2-Trimethylsilyl-2-propylestergruppe als saurelabile Schutzgruppe in die Norbbmen- 
einheit eingefubirt. * • . 

30 [0006] Schaedeli et al. beschreiben in WO 99/42903 ein Teirpolymer auf Methacrylatbasis, bei dem.Tris(trimethyisi- 
loxy)-silylpropyl in die Methacrylateinheit eingefuhrt ist. 

[0007] Herkommliche zweilagige Resists leiden jedoch unter dem. Nachteil, dass das siliciumhaltige Polymer 
schlechte Fihnbildungseigenschaften besitzt und der Film leicht bricht. Die niedere Glasiibeigangstemperatur bedingt 
ziidem, dass die Temperatur beim Nachbelichtungsbackens nicht zu hoch seiii darf, was wiederum die DifFusionsge- 
.35 schwihdigkeit der Photosaure nachteilig beeinflusst. Die Anhaf tung zwischen der pbersten photosensitiven Schicht und 
dem darunter liegendem Harz ist zudem schlecht. Es besteht daher ein Bedarf fiir die Bereitstellung eines verbesserten si-, 
liciumhaltigen Polymers. fur ein zweilagiges Resistsystem. 

Zusammenfassuiig der Erfindung 

•40 . ■ . ■ ... ' .• ■ • •• • ■ 

• [0008] Es ist daher Ziel der Erfindung, die vorgenannteh Probleme zu losen und ein neues siliciumhaltiges Copolymer 
■ bereitzustelleri; das eine hohe Glasubergahgstemperatur besitzt und e 

. [0009] Ein weiteres Ziel der Erfindung ist die Bereitstellung einer Resistzusammerisetzurig mit guten Anhafteigen- . 
schaften an der darunter liegehden Harzschicht zur Verwendung in einem zweilagigen Resistsystem. 
45 [0010] Die Ziele werden erreicht durch ein siliciumhaltiges Copolymer gem^ der Erfindung, Dies ist ein siliciuinhal- 
. - tiges Vinylcopplymer, welches Polymereinheiten gemaB nachstehenden Formeln umfas 




DE. 100 61 675 Al 
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(II) 



. R^ r2 



(III) 



worin ist: 

m gleich 1 Oder 2; 

D eine saurelabile S.chvitzgruppe,.aie sich iii Gegenwart einer Saure zersetzt, so dass das siliciumhaltige Vinylcopolymer 
alkaiiloslich wird; ' 

aus der Gruppe Wasserstoff und lineare imd verzweigte Gi_8-Alkyle; und . 

ausgewahlt ist aus der Gruppe 

. .. 
c==o 



(iH,)„. : . (f^" - ^. ^?"^^"- ■' • . 

worin ist: h gleich 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 6 und R^ ein lineares oder verzweigtes Gi^g-Alkyi. 

Eingehende Beschreibung der Erfindung . , 

[0011] Das erfindungsgemaBe siUciumhaltige Vinylcopolymer kann aus den entsprechenden Monomeren mit geeigne- 
ten herkommlichen Polymerisierungsverfahren hergestellt werden, bspw. durch freie Radikalpplymeiisation oder kon- 
trollierte Radikal- oder Gnippentransferpolyinerisation. ' " . ' 

tQ012]" ErfindungsgemaB enthalt das siliciuiiihaitige Vinylcopolymer. drei Wiederholungseinheiteri,- nainlich eine Ma- 
leinsaureanhydrid-Wiederholungseinheit gemafi Fonnel (I), eine Norbornen-Wiederhpluiigseinheit gemaB Formel (II) ' 
sowie eine Vmyl-Wiederholungseinheit geinaB Formel (III). DieNorbornen-Wiederholungseinheit (II) umfasst eine sau- 
relaWe Gruppe D und die Vmyl-Wiederholungseinheit (IH) eine siliciumhaltige Gruppe R^. Anders als bei herkommli- 
• Chen, siliciumhaltige Polymeren ist die siliciumhaltige Gruppe gemaB der Erfindung R^ in der Vmyl-Wiederholungsein- 
heit eingefiihrt und nicht in. der Norborhen-Wiederholungseinheit. Die Molanteile der Wiederholungseinheiten (I), (II) 
vund (En) betragen im siliciumhaltige Vmylcopolymer gemaB der Erfiridung 10-50:10-50:10^50 bevorzuet 
30-50:20-40:20-40. . ' . 

[0013] In einem bevorzugten Beispiel der Erfindung ist R^ 

c=D 

\ ■ ; •-. ■ • . . . • • • . • ; 

0 ■ . . 

1 ... ■ ' . • 

•(CH2)n " . . . ■ 

si(osiR^3)3 ; \ : 

worin ist: ri gleich 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 6 und R^ ein lineares oder verzweigtes Ci_8-AlkyL Bevorzugt ist n 
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• . . gl«ch 0 Oder eineganz6 ZaU von 1 bis 3. Besonders bjsvorzugt ist n gleich 3, Methyl und somit ist R? gleich • 



■• G='0 

5 I ... 

o - ■ 

■ . I- ■ . • 

• (GH2)3 . 
10 Si(OSiMe3)3. 

[0014] In ememweiteienbevoi^gtenBeispielderErfiQdungistR^ . 
SI(OSiR33)3 . . 

20 worin ist: n gleich 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 6 und ein lineares oder verzweigtes Alkyl, Bevorzugt ist n gleich 0 
und Methyl, sb-dass ist:- . . ^ 



25 SI(OSiMe3)3 ... 

; [0015] In der Norbomen-Wiederholungseinheit (Pormel (II)) ist D eine saurelabile SchutzgrUppe, die sich in Gegen- 
wart einer Saure zersetzt, so dass das siliciumhaltige Vinyicopolymier alkaliloslich wird. IVpische Beispiele fur D um- 
fassen: / • • . ■ * 

30 ... ' ' - 




60 worin ist: R'^ ausgewahlt aus der Gruppe Wasserstoff, lineares und Verzweigtes Ci_2o^Alkyl, zyklisches und perizykU- 
sches C3-20-Alkyl. 

[0016] Das siliciumhaltige \4nylcop6lymer gemaB der Erfindung hat ein massegemitteltes Molekulaigewicht von • 
3000 bis 100 000, ist in eiriem organischen Losungsmittel loslich und geeignet zur Verwendung als Harz in diinnen Film- 
beschichtungen. Das erfindungsgemaBe siliciumhaltige Vmylcopolymer kann verwendet werden. mit einem Photosaure- 
65 generator (PAG) zur Ausbildung einer Resistzusammensetzung. Der Photos^uregenerator ist bevorzugt in einer Menge 
. von0,03 bis20 Gew.-% des siliciumhaltigen\^nylcopolymers .zugegen; : 
[0017] Es kann jeder geeignete Photos auregenerator verwendet werden. Bevorzugte Photosauregeneratoren umfassen, 
sind aber nicht beschrankt darauf , Iharylsulfoniums'alze, Diaryljpdoniumsalze, Sulfonate und Mischungen davon^ Typi- 
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iumsalze umfassen Triphenyltriflat, Itiphehvlantinionat 



sche Beispiele fur IHarylsuUbniumsalze umfassen Triphenyltriflat, Itiphehylantinionat, Methoxy triphenyltriflat, Me- 
thoxytriphenylantimonat, Trimethyltriphenyltriflat und Naphthalentriflat. lypische Beispiele fiir die Diaryljodonium- 
sake umfassen Diphenyljodoniumtriflat, Di-t-butylbisphenylantimonat undDi-t-butylbisphenyltrifla^ 
[0018] Die erfindungsgemaBe Resistzusammensetzung ist photosensitiv bei einer Wellenlange von 100 imi bis 
300 nin, bevorzugt bei einer Wellenlange 193 nm oder 248 mn. 

[0019] Die erfindungsgemaBe Resistzusammensetzung kann als oberste Schicht in einem zweilagigen Resistsystem 
verweftdet werden. Zunachst wird ein Siliciumwafer hut einer Harzunterschicht beschichtet und dann durch Backen ge- 
hartet' Dann wird die Harzzusammensetzung gemaB der Erfindung, welche ein siliciumhaltiges Vinylcopolymer um- 
fasst; aiif den Siliciumiwafer mit der Harzunterschicht beschichtet und dann zur Ausbitdung einer obersten Schicht ge- 
backen. • . , v - 

. [0020] Der W^er, der nun mit einer Harzunterschicht sowie mit einer siiiciumhaltigen obersten Schicht beschichtet ist, 
wird dann durch eine Maske bestrahlt und gebacken. Bei der Belichbng wird die labile Gruppe D im siliciunihaltigeji Vi- 
nylcopolymer gemaB def Erfindung entfemt. Der belichtete Bereich der obersten Schicht wird dahn'-durch Entwickela 
des Wafers mit einem herkommlichen Entwickler entfemt. Es wird somit eine Struktur auf der obisrsten Schicht ausge- 

'bildet. 

[0021] Dei- stnikturierte Wafer wird dann einem Sauerstofi^lasmaatzen unterworfen. Im nichtbelichteten Bereich wird 
das in der.Oberflache der obersten Schicht enthaltene Silicium mit dem Saueristoffplasma reagieren unter Ausbildung 
nicht-fliichtiger Produkte wie bspw. SiQ2. Im belichteten Bereich wird die darunter liegende Schicht nut deih Sauerstoff- 
plasma regieren und flubhtige Produkte bilden, welche dann sofort durch das Atzeh verdampfen. Das Muster in der ober- 
sten siiiciumhaltigen Resistschicht kann so entsprechend auf die Harzunterschicht iibertragen werden. 
[0022] Hinsichdich der Harzunterschicht konnen erfindungsgemaB geeignete Harze sein Phenolharze, insbesondere 
Novolakharze wie Formaldehydcresol- oder Formaldehydphenolnovolake, Polyimidharze, Polymethacrylatharze iind 
StyrolaUylalkoholcopolymerharze. 

[0023] Mit der Maleinsaureanhydrid-'^edeiliolungseinheit wird die Anhaftung des erfindungsgemaBen siliciumhalti- 
gen Vinylcopolymers ah der Harzunterschicht verbessert. Durch sowohl der Maleihsaureanhydrid- als auch der Norbpr-- 
lien-Wederholungseinheit wird der Freiheitsgrad des Copolymergeriists veniiindert,.wodurch wiederum das Copolymer' 
eine hqhere Glasubergangstemperatur (TG) erhalt..Daneben wird auch das Problem der Risse im Film gelbst. 
[0024] . Die nachstehenden Beispiele diehen der Darstellung des Verfahrens und der Vorteile der Erfiridiing, nicht aber 
der Begrenzung des Schutzumfangs. Wie der Fachmann weiB, sind zahlreiche Modifikationen und Abanderungen mog- 
lich. 

Beispiel 1 " ' • . 

HersteUunjg eines siiiciumhaltigen Vinyicdpolymers (A) 

[0025] In einem Dreihalskblben wiu:de 0,()4 Mol Maleinsaufeanhydrid in 25 ml Tetrahydrpfuran ( THF) unter Stick- 
stoff gelost, geruhrt und auf -VO^C erhitzt. 0,02 Mol 3-(Methyloloxy)propyl-tris(methyl-siloxy)silan (ein siliciumhaltiges 
Monomer), 0,02 Mol t-Butyl-5-norbomen-2-carboxylat • und 1,625 g Azpbisisobutyrpnitril(AIBN)-S tarter, wurde in 
25 ml THF gemischt und die Losung zu einer THF-Losung des Maleinsaureanhydids aiber eine Stunde zuge^ropfl:. Die 
•Mischung Wurde 12 Stunden bei 70**C geruhrt:.Die Reaktionslosung wurde dann in einem Losungsgemisch aus eincr 
groBeren Meoge Methanol und Wasser zugetropft und ausgefallt. Die Mischung wurde gefilteirt, unter Vakuum bei 50°C 
12 Stimden getrocknet, mit n-Hexan gewaschen, filtriert und' getrpcknet. Die Ausbeute betriig 70%. • 
[0026] Das erhaltene siiiciumhaltig;e Vinylcopolymer (A) besafi ein massegemitteltes Molekulargewieht (Mw) von 
9542, bestiinmt durch GPC (WATERS' Model 600), eine Glasubergangstemperatur (Tg) von 137°C sowie eiiie Zerset- 
zungstemperatur (Td) voii 209*^0, bestlmmt diarch DSC (PERKIN ELMER DS C7> und TGA (PERKIN ELMER TGA"?), 





0 

» - 

(CH2)3 - . . i . (CH2)3 

Sl(OSiMe3)3 • H— . Si(OSiiyte3)3 



Beispiel 2 .. 

Herstellung von siliciumhaltigem Viriylcopplymer (B) 

[0027] In einem Dreihalskolben wurde linter Stickstoff in 25 ml Tetrahydrofuran (THF) 0,04 Mol Maleinsaureanhy-. 
drid gelost, geriihrt und auf 70''C erhitzt, 0,02 Mol Tris(trimethylsiioxy)vinylsilan, 0,02 Mol t-Butyl-5-norbornenr2-car- 
boxylat und 1,625 g Azdbisisobutyronitril(AIEN)-Starter wurde in 25 mlTHF gel5st, dann die Losung tropfenweise zur 
THF-Losung des Male^insaureanhydids iiber eine Stunde zugfetropft. Die Mischung wurde 12 Stunden bei 70°C. gertihrt, 
Die Reaktionslosung wurde dann in* einem- Losungsgemiisch mit einer grofieren Menge Methanol urid Wasser zugetropft 
. und ausgefaUt. Die Mischung wurde gefiltert, bei 50*^0 12 Stunden unter Vakuum getrocknet, mit n-Hexan gewaschen, 
filtriertundgetrocknet. Die Ausbeute betrug 80%:. * • ' . 

[0028] Das siliciumhaltige Vmylcopolymer (B) besaB ein massegemitteltes Molekulaigewicht (Mw) von 4056, 'be- 



5' 
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- . stimmt durch GPC (WATERS Model 600), eine Glasubergangstemperatur (Tg) von ilO°C sowie eine Zersetzungstem- 
peratur (Td) von 163^C, bestiimnt durch DSC (PERKIN ELMER DSC7) und TGA (PERKLN ELMERTGA?). 

=1 (/ \ )x. (/ \)y( g^^ 




Si(OSiMe3)3 




BeispielS . ... 

15 . " HereteUung eiiiessiliciumhaitigen Resists 

[0029] 1,43 g siUciumhaltigesjVinylcopolymer (A), erhalten nach Beispiel 1, 0,051 g Triphenylsulfoniumnonafluoro- 
sulfat (PAG, Photosauregenerator), 0,0012 g l-Pipendinethanol (Killerbase) und 11 g Propylenglycolmethyletheracetat 
(PGMEA) wurde gemischt und ein TsLg lang geriihrt.' Die Mischung wurde durch eih 0,02 Mikrometer-Filter filtiert. 

.... Beispiel 4 

Beschichtung mit deni Unterschichtharz 

25. [0030] 2,5 ml PRI38A9-Resist, erhalUich von Sumitomo, wurde spinbeschichtet auf einen 8-Zoll-Wafer mit Hilfe ei- • 
• . hes Polaris.2000 Microiithography Gluster Cdater bei 4000 UpM: Der Wafer wurde 120 S.ekundeh bei 250°C gebacken 
' fiir eine thermische HSrtung. Der Wafer wurde auf 23**C gekiihlt. Die resulti«:ende Harzunterschicht besaB eine Dicke 
von 7000 A. ; 

30 ■ Beispiel5 . * • 

\ . PhotoHthographischeBewertung.des siliciumhaltigeh Resists 

[0031] 2 ml siliciumhaltiger Resist nach Beispiel 3 wurde auf einen Siliciumwafer mit einer Harzunterschicht bei 
35 3000 UpM spinbeschichtet und 90 Sekunden bei 130**C gebacken. Der Wafer wurde auf 23°C gekuhlt. Die resiiltierende 
oberste siliciumhaltige Resistschicht betrug 2000 A. Der beschichtete Wafer wurde durch eine Maske mit emem 0,6 NA 
ISI 193 nm-Stepper belichtet und dann 90 Sekunden bei 120°C gebacken. Der Wafer wurdfe auf 23°C gekuhlt, 60 Sekun- * 
den mit 0,262 N Tetramethylammomumhydroxid(TMAH)-L6sung entwickelt. Der Wafer wurde dann nut destilliertem, 
Wasser abgewaschen und spingetrocknet. Es wurde eine Resiststruktur erhalten. Es wurde dann durch Rasterelektronen- 
40 inifcroskopie (SEM) bestatigt, dass der Resist Linieh-Abstands-Struktureri (L/S-Strukturen) von bis -zu Weniger als 0,1 
Mikrometer auflosen konnte. Die siliciumhaltige obdrste Resistschicht sowie die Harzunterschicht zeigtefi gute Filmbil- 
dungseigehschaften und Anhaflung. Der beschichtete Wafer besaS hohe photosensitive Eigerischaften und die Dose-to- 
clear-Energie (Eo) betrug 6;5 mJ. 

45. ' Beispiel 6 . ... 

Trockenatzen 



~ [0032] Das Muster der siliciumhaltigen obeirsten Resistschicht wurde dann durch Trockenatzen auf die Harzunter- 
•50 . schicht ubertragen mit Hilfe eines TCP9400-Atzers vori Lam Research Company. Die TrockenStzbedingungen waren 
. . 500 W (Quelle), 75 W (Bias), -lO^C, 10 mT Druck, 20 seem 62-Russ, 30 sccmSOz-Fluss und 30 Sekunden. Die Ra- 
• sterelektronenmikroskop-Aufhahmen nach dem Trockenatzen zeigten, dass der Wandwinkel ungefahr vertikal war und 
der Resist eine Linienbreite-Abstands-S truktur (L/S-S truktur) von weniger als 0, 15 Mikrometer auflosen konnte. 
[0033] Die vorstehende Beschreibung bevorzugter Ausfuhrungsfoniien der Erfindung diente derDaretellung der Erfiri- 
55 dung. Es konnen offensichtliche Abwandlungen und Anderungen der erfindungsgemafien Lehre erfplgen. Die gewahlten 
. AUsfiihrungsfonnen beschreiben das erfindungsgemafie Prinzip und eine praktische Anv^endung, so dass der Fachmann 
• • die Erfindung in verschiedehen Ausliihrungsfbrmen ausfuhren kann. Der Schutzumfang der Erfindung ist in den nach- 
stehenden Anspriichen beschrieben. " 

60 /, ..■ \ Patentanspriiche . ■ 

1 . Siliciumhaltiges Vinylcopolymer, umfassend die.Wiederholurigseinheiten gemaB folgender Fdrmeln 

.65 • ' . ■• ' ' ' ' • • • *.'■.. 
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(I) 




(II) 



RV r2 



. (ill) 



worin ist: . • . 

m gleich 1 oder 2; 

D eine saurelabile Schutzgruppe, die sich in Gegenwart einer Saure zersetzt, so dass das siiiciumhaltige "Wnylcopp- 
lymer alkaiiloslich wird; 

ausgewahUist aus derGruppe Wasserstoff und:Haeajlesundverzwe^^^ . . ' " 

ausgewahlt ist aus der Gruppe 

c=o. . |. ; • 

.1 • • . O 1. . 

O I I . 

{CH2)n '. (?'i'2)n : 

.Si(pSiR^3)3 

worm ist ri gleich 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 6, urid R? ein lineares oder verzweigtes Ci-g-Alkyl. 
2; Siliciumhaltiges- Vinylcopolymer iiach Ahspnich 1, worin 

•l- • ■ . • ■ ■ • . . . • •. , • 

(CH2)n : •: . . 

Si(OSiR^3)3 . ' • / - . . ■ 

worin ist n gleich 0 odef eine ganze Zahl von 1 bis 6 und Jt? ein lineares oder verzweigtes Ci_8-Alkyl. 

3. SiUciumhaldges Vinylcopolymer nach Anspruch 2, worin n rieich 0 Oder eine gaiiM Zahl von 1 bis 3 is^ 

4; Siliciunihaltiges Vinylcopolyiner nach Anspruch 3, worin R ■ ist 

c=o .' ■ 

I. • • • ■ 

• o ■ 

I . ■ . . ■ . • ■ . •• . 

(CH2)3. • 
Si(pS.iMe3)3 

5; SiUciuinhaltigess Vihylcopolyinernach Anspruch 1, worinR^ist . ' 
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(CH2)n • .. . . ' 

SKDS1R33)3 

woria n gleich 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 6 ist und ein lineares Oder verzweigtes Ci^-Alkyl. 
.6. Siliciumhaldges Vinylcopolyiner riach Ansprucb 5, wobei n gleich 0 isL' 
7/ SiUcivimhaitiges Vmylcopolymer nach Arispruch 6, \yobei R^ist . . 



Si(OSiMe3)3 

8;. Siliciuinhaltiges Viiiylcopolyiiier nach Anspnich 1, wobei D ausgewShlt ist aus der Gruppe 





* O 





GH3 






and 



wdrin R"^ ausgewahlt ist aus der Gruppe Wasserstoff, lineares und verzweigtes Ci_20-AlkyU zyklisches. und perizy- 
klisches C3_2d-AlkyL 

9. SiUciunihSdtiges "S^nylcopolymer nach Anspruch 8, worin D ist. 



10. Siliciunihaltiges Vinylcopolymer nach Anspruch 1, worin das Copolymer ein massegemitteltes Molekulaige- 
; wieht von 3000 bis 100 000 besitzt. 

11. .Siliciumhaltiges Vmylcopolymer nach Ansprucl) 1; wobei das Copolyrher als oberste Resistschicht in einem 
zweilagigen.Resistsystem verwendet ist. 

12. Siliciunihaltiges Vmylcopolymer nach Anspruch 1, wobei die Molanteile der Wiederholungseinheiten (1) (ID 
und (m) sind 10-50 : 10-50 : 10-50. : . /> v ^ 

13. Siliciumhaltiges. Vinylcopolymer nach Anspruch 12, wobei die Molanteile der \\^edefholungseinheiten Q) 01) • 
und (m) sind 30-56 :20r40:2(MO. ■ 

14. ResistzuSammensetzung, enthaltend das siliciumhaltige Vinylcopolymer nach Anspnich 1. sowie eineh Photo- 
sauregeherator, -wobei der Photosauregenerator in einer Menge von 0,03 bis 20 Gew.-% des Copolymers zugegen 
ist. • • • . 

' 15, Resistzusimmensetzung nach Anspruch 14, wobei der Photosauregenerator ausg;ewaHlt ist aus der Gruppe, Tri- 
alkylsulfoniunisalzen, Triaryhodoniunisalze, Sulfonate und Mischungen davon. 

1 6, Resistzusammensetzung nach Anspruch 15, wobei das Triarylsulfoniumsalz ausgewahlt ist aus der.Gruppe Tri- 
. phenyitriflat, Triphenylantimonat, Methoxytriphenyltriiaat, Methoxytnphenylantimonat, Trimethyltriphenyltriflat 
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und Naphthalentriflat. 

17. Resistzusammensetzung riach Anspruch 15, wobei das Diary liodoniumsalz ausgewahlt ist aus der Gruppe Di- 
phenyHodbniumtriflat, Di-t-butylbisphenylandmonat mid Di-t-butylbisph 

18. Resistzusammensetzung nach Anspnach 14, wobei die Zusammehsetziing bei einer Wellenlange von lOQ nm 
bis 300 nm.photosehsidvist 

19. Resistzusammensetzung nach Anspruch 18, wobei die Zusammensetzuhg bei einer Wellenlange von 193 nm 
Oder 248 nm photosensitiv ist. 
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